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0.1μm) に加工された n 十一 GaAs と GaAs/AIGaAsの試料を用いて低温における磁気抵抗の測定と
その解析からコヒーレンス長が求められることを示した。
また，コヒーレンス長程度のサイズを有する n + -GaAs極微細線の低温における磁気抵抗を測定し
電子波の干渉の結果として現れる伝導度のゆらぎの観測に成功した。さらに，散乱の少ない選択ドーブ
GaAs/ AIGaAs ダブルヘテロ構造の試料で， 2 重連結構造の極微リングを製作し，リングの両腕を通る
電子波の干渉による周期 h/e の磁気抵抗の振動を観測することに初めて成功し，試料がコヒーレンス
長よりも短いこと，リングのアスペクト比(直径/線幅)が大きいことなどが観測するための必要条件
であることを示した。
本研究により半導体極微構造中の電子波の干渉が確認され，新しい電子波デバイスへの足がかりが得
られたことは，半導体工学の発展に貢献するところ大であり，よってこの論文は博士論文として価値あ
るものと認める。
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